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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Elektronisches Bauteil mit einem Kunststoffgehause und Verfahren zu seiner Herstellung 

@ Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit ei- 
nem Kunststoffgehause (2) und ein Verfahren zu seiner 
Herstellung, in dem ein Halbleiterchip (3) angeordnet ist. 
Die Unterseite (6) des Kunststoffgehauses (2) weist Au- 
t^enkontakte (7) auf. Die Au&enkontakte (7) sind uber Kon- 
taktsaulen (8) des Halbleiterchips (3) und auf der Kunst- 
stoffgehause masse (9) angeordnete Umverdrahtungslel- 
tungen (10) mit Kontaktflachen (11) auf der aktiven Ober- 
seite (12) des Halbleiterchips (3) verbunden. Dabei steMen 
die Kontaktsaulen (8) eine elektrisch leitende Uberho- 
hung der Kontaktflachen (11) dar. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil 
mit Kunststoffgehause und Verfahren zu seiner Herstellung 
entsprechend der Gattung der unabhangigen Anspriiche. 
[0002] Die zunehmende Komplexitat der HersteUung von 
eiektronischen Bauteilen aus einem Kunststoffgehause mit 
einem Halbleiterchip und auf der Unterseite des Kunststoff- 
gehauses verteilten AuBenkontakten fuhrt zunehmend zu 
hoherem AusschuB bei der HersteUung deraitiger elektroni- 
scher Bauteile. Dariiber hinaus verteuert die Komplexitat 
die eiektronischen Bauteile mit zunehmender Anzahl von 
AuBenkontakten auf der Unterseite des eiektronischen Bau- 

[0W3] Aufgabe der Erfindung ist es, ein elektronisches 
Bauteil und ein Verfahren zu seiner HersteUung zu schaffen, 
daB trotz zunehmender Komplexitat und zunehmender Zahl 
von AuBenanschlussen die AusschuBrate verringert und 
preiswert hersteUbar ist, . 
[0004] Intensive Untersuchungen haben ergeben, daB em 
wesentlicher Grund der Verteuerung der HersteUung von 
komplexen Bauteilen mit einem Kunststoffgehause m der 
Vielzahl von Montagetechniken fur alle moglichen Gehau- 
seformen Hegt, da es keine einheitliche Technologieplatt- 
form gibt. Deshalb sind die Technologien zur HersteUung 
verschiedener Gehause und GehausefamiUen bisher voUig 
unterschiedUch. AuBerdem erscheint der Einsatz von Inter- 
posem und definierter Chiptrager und anderer Systemtrager 
unverzichtbar. Insbesondere die technisch aufwendige Um- 
verdrahtungsfunktion eines Interposers birgt ein standiges 
Funtionsrisiko. Bei dem erfindungsgemaBen eiektronischen 
Bauteil mit Kunststoffgehause kann auf einen Interposer 
voUstandig verzichtet werden. 

[0005] ErfindungsgemaB weist ein elektronisches Bauteil 
ein Kunststoffgehause auf, in dem ein Halbleiterchip ange- 
ordnet ist. Die Unterseite des Kunststoffgehauses weist Au- 
Benkontakte auf. Die AuBenkontakte sind iiber Kontaktsau- 
len des Halbleiterchips und auf der KunststoffgehSusemasse 
angeordnete Umverdrahtungsleitungen mit KontaktASchen 
auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips verbunden. 
Dabei sind die Kontaktsaulen eine elekttisch leitende Uber- 
hohung der Kontaktflachen. 

[0006] Dieses elektronische BauteU hat den Vorteil, daB es 
eine kostengunstige Gehausealtemative fiir hochintegrierte 
und hochpoUge Bauformen ohne Einsatz von Mehrlagen- 
substraten und zusatzUchen Interposem bietet Gleichzeitig 
wird mit den Kontaktsaulen, die eine elektrisch leitende 
trberhohung der Kontaktflachen auf der aktiven Oberseite 
des Halbleiterchips darstellen, eine neue Montagetechmk 
als Technologieplattform fur aUe mSgUchen Gehausefor- 
men verwirkHcht. Das HersteUen von Kontaktsaulen auf 
den Kontaktflachen des in eine KunststoffgehSusemasse 
eingebetteten Halbleiterchip Uefert eine neue Technologie 
zur HersteUung verschiedener Gehause und Gehausefami- 
Uen bei immer gleichbleibenden Grundstrukturen. 
[0007] Mit dem erfindungsgemaBen eiektronischen Bau- 
teil sind hochintegrierte Bauteile in zukunftigen Technolo- 
gien wie den Fan-Out-Designs ebenso hersteUbar wie Low- 
Pin-Count-Anwendungen mit hohen Anforderungen an die 
Performance bis hin zu Wafer-Lcvel-Packages. Mit diesem 
eleku-onischen BauteU wird gleichzeitig die Schwiengkeit 
uberwunden, daB bisher unterschiedUche Gehauseformen 
stets neue Konzepte fiir FertigungsUnien und somit unter- 
schiedlichstes Equipment, Prozesse und MateriaUen erfor- 
dem, was mit dem erfindungsgemaBen eiektronischen Bau- 
teil entfaUt Die unterschiedlichen Ansatze fiir Gehause 
auch im Anwendungsbereich der Hochfirequenztechnik und 
der High-Pin-Count-Gehause wie dem P-LFBGA-GehSuse. 



kSnnen auf der Basis des erfindungsgemaBen eiektronischen 
Bauteils vereinheitUcht und vereinfacht werden. 
[0008] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist es vor- 
gesehen, daS die Ruckseite des Halbleiterchips auf der 
5 Oberseite des Kunststoffgehauses angeordnet ist und erne 
AuBenkontaktflache fiir ein Massepotential aufweist, Diese 
AuBenkontaktflache kann aber auch fiir den AnschluB ernes 
Warmeleitungsblockes oder einer Kuhlvorrichtung genutzt 
werden. Der VorteU dieses eiektronischen Bauteils besteht 
10 darin, daB nicht nur AuBenkontakte auf der Unterseite des 
eiektronischen Bauteils angeordnet sind, sondem nun auch 
eine zentrale AuBenkontaktflache auf der Oberseite des 
eiektronischen Bauteils angeboten wird. 
[0009] Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
15 ist die Ruckseite des Halbleiterchips unterhalb der Oberseite 
des Kunststoffgehauses angeordnet und von einer Beschich- 
tung aus Kunststoffgehausemasse bedeckt. Diese Ausfuh- 
rungsform der Erfindung hat den Vorteil, daB die Ruckseite 
des Halbleiterchips durch die Beschichtung aus Kunststoff- 
20 gehausemasse vor mechanischen Beschadigungen geschutzt 

[0010] Das elektronische BauteU weist bei emer weiteren 
Ausfuhrungsform der Erfindung Seitenrander aus Kunst- 
stoffmasse auf, wobei die Seitenrander aus Kunststoffmasse 
25 gr6Ber als die Seitenrander des Halbleiterchips sind. Mit 
dieser Ausfuhrungsform der Erfindung kann die Anzahl der 
AuBenkontakte beUebig erhdht werden, indem die Seiten- 
rander aus Kunststoffgehausemasse beUebig groBer als die 
Seitenrander des Halbleiterchips gestaltet sind. Da bei dem 
30 erfindungsgemaBen eiektronischen BauteU die Umverdrah- 
mngsleimngen teUweise unmittelbar auf der Kunststoffge- 
hausemasse aufliegen, besteht die Gefahr, daB die beim Auf- 
bringen von AuBenanschlussen auf AuBenkontaktflachen 
der Umverdrahtungsleitungen vom Material der AuBenkon- 
35 takte benetzt werden. Durch eine weitere Ausfuhrungsform 
der Erfindung, bei der die Unterseite des eiektronischen 
Bauteils dne LStstoppschicht unter Freibleiben von AuBen- 
kontaktflachen der AuBenkontakte aufweist, wird diese Ge- 
fahr Uberwunden. . 
40 [0011] Die AuBenkontakte selbst konnen aus LotbaUen 
Oder LoUiockem bestehen. Derartige Lotballe und Lothok- 
ker haben den VorteU, daB sie auf der gesamten Unterseite 
des Kunststoffgehauses angeordnet werden konnen, sofem 
entsprechend viele AuBenkontaktflachen auf der Unterseite 
45 des elekuxjnischen Bauteils angeordnet werden. 

[0012] Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
kann auf der Kunststoffgehausemasse eine mehrschichtige 
Leiterbahnstruktur angeordnet sein. Diese mehrschichtige 
Leiterbahnsuiiktur dient der Umverdrahtung von den Kon- 
50 taktsaulen des Halbleiterchips zu den vorgesehenen AuBen- 
kontakten. Diese Ausfuhrungsform der Erfindung hat dar- 
uber hinaus den VorteU, daB die mehrschichtige Leiterbahn- 
struktur auf Kontaktsaulen des Halbleiterchips aufbauen 
kann, die in Kunststoffgehausemasse eingebettet sind und 
55 deren Oberseiten frei von Kunststoffmasse bleiben, so daB 
die unterste Leiterbahnlage der mehrschichtigen Leiter- 
bahnstruktur unmittelbar auf der Kunststoffgehausemasse 
aufliegt und mit den Kontaktsaulen des Halbleiterchips ver- 

bundenist. . 
60 [0013] Ein Verfahren zur Herstellung ernes eiektronischen 

Bauteils mit einem Kunststoffgehause, in dem ein Halblei- 
terchip angeordnet ist, weist folgende Verfahrensschritte 
auf. Zunachst wird ein Halbleiterwafer bereitgesteUt, der in 
Zeilen und Spalten angeordnete Halbleiterchips mit Kon- 
65 taktflachen aufweist. AnschUeBend werden die Kontaktfla- 
chen zu Kontaktsaulen auf dem Halbleiterwafer uberhoht. 
Nach dem saulenformigen Uberhohen der Kontaktflachen 
kann der Halbleiterwafer in einzelne Halbleiterchips ge- 
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trennt werden. Mit diesen Halbieiterchips wind dann eine 
Formplatte bestUclct. AaschlieBend wird auf dieser Form- 
platte ein gemeinsamer Trager aus Kunststoffgebausemasse 
hergestellt, wobei die Halbieiterchips derart in die Kunst- 
stoffgehausemasse eingebettet werden, daB die den Kon- 5 
taktflachen der Halbieiterchips gegeniiberliegenden Ober- 
seiten der Kontaktsaulen freibleibend auf der Oberseite des 
Tragers angeordnet sind, Auf die Oberseite des Halbleiter- 
tragers konnen dann selektiv Umverdrahtungsleitungen auf 
den gemeinsamen Trager aufgebracht werden, wobei je- to 
weils ein Leitungsende einer Umverdrahtungsleitung mit ei- 
ner freiliegenden Oberseite einer Kontaktsaule verbunden 
wird und das andere Leitungsende zu einer AuBenkontakt- 
fliiche fiihrt. Bis auf diese AuBenkontaktflachen kann dann 
durch selektives Aufbringen eines Lotstopplackes die Ober- 15 
seite des Tragers beschichtet werden, so daB die an der 
Oberseite liegenden Umverdrahtungsleitungen vor einem 
Benetzen des Materials der aufzubringenden AuBenkon- 
takte geschUtzt bleiben, SchUeBlich konnen Lotballe oder 
Lothocker auf die freiliegenden AuBenkontaktflachen auf- 20 
gebracht werden. AnschlieBend wird der Trager in einzelne 
elektronische Bauteile getrennt. 

[0014] Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB es eine Tech- 
nologieplattform fUr alle moglichen Gehauseformen bietet. 
Dabei bleibt die Technologie zur Herstellung verschiedener 25 
Gehause und Gehausefamilien inuner die gleiche. Auf den 
Einsatz von Interposem oder definierten Chiptragem kann 
bei diesem Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils verzichtet werden. Mit dem Verfahren ist jedes be- 
liebige Pin-Design erzeugbar. Auch hochintegrierte Bauteile 30 
in zukiinftigen Technologien wie den Fan-Out-Designs sind 
herstellbar genauso wie Low-Pin-Count-Anwendungen mit 
hohen Anforderungen an die Performance bis hin zu Wafer- 
Level- Packages. 

[0015] Mit dem neuen Verfahren konnen die aufwendigen 35 
Umverdrahtungsfunktionen eines Interposers voUstandig er- 
setzt werden, SchUeBlich Uefert das Verfahren eine kosten- 
giinstige Gehausealtemative ftir hochintegrierte und hoch- 
polige Bauformen ohne Einsatz von Mehrlagensubstraten 
und zusatzlichen Interposem. Mit diesen Verfahren sind so- 40 
wohl Einlagenverdrahtungen unmittelbar auf dem Trager 
aus Kunststofifgehausemasse moglich wie Mehrlagenauf- 
bauten. Auch konnen beliebige AnschluBmuster auf der Un- 
terseite des elektronischen Bauteils mit diesem Verfahren 
hergestellt werden. Fur unterschiedliche Gehause wie bei- 45 
spielsweise VQFN- oder P-LFBGA-Gehausen besteht tech- 
nologisch kein Unterschied. Somit sind das erfindungsge- 
maBe Verfahren und die zugehorigen Prozesse gehauseun- 
abhangig. 

[0016] Ein Durchfuhrungsbeispiel des Verfahrens sieht 50 
vor, daB die Unterseite des Halbleiterwafers vor dem Tren- 
nen in Halbieiterchips mit einer Beschichtung aus Kunst- 
stoffgebausemasse versehen wird. Dieses Durchfuhrungs- 
beispiel des erfindungsgemaBen Verfahrens hat den Vorteil, 
daB zunachst ein ganzer Wafer mit einer Kunststoff gehause- 55 
masse auf seiner Unterseite versehen wird, so daB nach dem 
Trennen in einzelne Halbieiterchips diese bereits auf ihrer 
Riickseite mit einer Kunststoffgebausemasse versehen sind, 
so dafi das Einbetten der Ruckseile und damit der Schutz der 
Riickseite durch die Kunststoffgebausemasse bereits erfolgt 60 
ist, be vor eine Weiterverarbeitung des Chips zu einem elek- 
tronischen Bauteils erfolgt. 

[0017] In einem weiteren Durchfuhrungsbeispiel des Ver- 
fahrens erfolgt das saulenformige Uberhohen der Kontakt- 
flachen zu Kontaktsaulen auf dem Halbleiterchip und damit 65 
auf dem Halbleiterwafer mittels Metallabschcidung durch 
eine Maske hindurch. Nach Abziehen der Maske verbleiben 
metallische saulenfonnige Oberhdhungen auf den Kontakt- 



flachen der jeweiligen Halbieiterchips des Halbleiterwafers 
stehen. 

[0018] Ein weiteres Durchfuhrungsbeispiel zur saulenfdr- 
migen 'Dberhohung der Kon taktflachen zu Kontaktsaulen 
auf dem Halbleiterchip erfolgt mittels selektiver elektrolyti- 
scher Metallabscheidung durch eine Maske hindurch. Dazu 
wird zunachst eine geschlossene Metallschicht auf dem 
Halbleiterwafer von weniger als 1 pm aufgebracht. An- 
schlieBend wird eine Maske auf den Wafer entweder aufge- 
druckt oder durch Photolacktechnik aufgebracht und 
schlieBlich wird an die durchgehende Metallschicht ein Ka- 
thodenpotential einer Galvanikanlage gelegt, so daB auf den 
von der Maske freigehaltenen Kontaktflachen auf dem 
Halbleiterwafer gaivanisch oder elektrolytisch Kontaktsau- 
len abgeschieden werden. AnschlieBend wird die Maske ab- 
genommen. Das kann beispielsweise durch Veraschung in 
einem Plasmaofen erfolgen oder durch Ldsungsraittel, die 
die Maske wegschwemmen, und abschlieBend wird durch 
eine kurze Atzung die diinne verbindende Metallschicht ab- 
geatzt, so daB die einzelnen Kontaktsaulen nicht mehr kurz- 
geschlossen sind. Dieses Durchfuhrungsbeispiel hat den 
Vorteil, daB es eine auBerst preiswerte Variante ist, die fiir 
die Massenherstellung von Kontaktsaulen auf einem Halb- 
leiterwafer geeignet ist. 

[0019] Ein weiteres Durchfuhrungsbeispiel zur saulenfor- 
migen Uberhohung der Kontaktflachen zu Kontaktsaulen 
auf dem Halbleiterchip verwendet Drucktechniken. Derar- 
tige Drucktechniken haben den Vorteil, daB keine Maske un- 
mittelbar auf dem Halbleiterwafer aufgebracht werden muB, 
die anschlieBend zerstort wird, sondem eine dauerhafte 
Schablone oder Maske eingesetzt werden kann, durch die 
ein Drucken der Kontaktsaulen erfolgen kann. Der Druck- 
vorgang selbst benotigt eine auBerst geringe Prozesszeit, so 
daB auch er fiir eine Massenfertigung geeignet ist. 
[0020] Ein weiteres Durchfuhrungsbeispiel zur saulenfor- 
migen Uberhohung der Kontaktflachen zu Kontaktsaulen 
auf dem Halbleiterchip erfolgt unter Einsatz von Metallauf- 
staubung durch eine Maske. Dieses MetaUaufstauben bzw. 
Sputtem erfolgt, indem eine metallische QueUe, beispiels- 
weise mit Elektronenstrahlen oder Inertionenstrahlen, zer- 
staubt wird und anschlieBend diese zerstaubten Metallionen 
in Richtung auf einen auf Kathodenpotential Hegenden Wa- 
fer aufgestaubt werden. Dieses Aufstauben kann durch eine 
Maske hindurch erfolgen, oder es kann auch eine geschlos- 
sene Metallflache erzeugt werden, die anschlieBend mit 
Hilfe von Photolacktechnik zu Kontaktsaulen strukturiert 
wird. 

[0021] Anstelle einer Aufstaubungstechnik kann auch 
eine Aufdampfungstechnik angewandt werden, bei der eine 
Metallquelle verdampfl wird und dieser Metalldampf die 
Oberseite des Halbleiterwafers beschichtet. Dieses Be- 
schichten kann wiederum durch eine Maske erfolgen oder es 
kann anschlieBend eine Maske aufgebracht werden, um se- 
lektiv lediglich die Metallsaulen auf dem Halbleiterchip 
bzw. Halbleiterwafer auszubilden. 

[0022] In einem weiteren Durchfuhrungsbeispiel des Ver- 
fahrens ist es vorgesehen, daB die saulenformige Uberho- 
hung der Kontaktflachen zu Kontaktsaulen auf dem Halblei- 
terchip mittels Aufbringen von Bondkopfen erfolgt. Derar- 
tige Bondkopfe konnen Thermosonickompressionskopfe 
sein, bei denen ein Golddraht zu einem saulenfbrmigen 
Kopf umgeformt wird. Diese saulenformigen Erhohungen 
haben den Vorteil, daB sie beliebige Uberhohungen der Kon- 
taktflachen hersteUen konnen. Der weitere Vorteil dieser 
Uberhohung ist, daB sie eine auBerst formstabile Kontakt- 
saule auf dem Halbleiterchip bilden konnen. 
[0023] Nach dem HersteUen der Kontaktsaulen ist der 
Halbleiterwafer fertig, um in eine Kunststofifgehausemasse 
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verpackt zu werden. Soli jedoch die Unterseite des elektro- 
nischen Bauteils wesentlich groBer als die Rache eines Ein- 
zelchips sein, dann wird zunachst der Halbleiterwafer in ein- 
zelne Halbleiterchips aufgetrennt. Nach dem Auftrennen 
konnen die Chips in beliebigem Abstand voneinander in 
Zeilen und Spalten auf einer Formplatte aufgebracht wer- 
den. 1st die Fonnplatte bestuckt, dann kann die gesamte 
Formplatte mit einer Kunststoffgehausemasse beschichtet 
werden, wobei die Halbleiterchips in die Kunststoffgehau- 
semasse gemeinsam eingebettet sind und lediglich die Ober- 
seiten der Kontaktsaulen auf der Oberseite des Tragers aus 
Kunststoffgehausemasse frei zugSnglich sind. Dieses 
Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens hat den Vorteil, daB 
fur viele Halbleiterchips gleichzdtig nun Umverdrahtungs- 
leitungen auf der Kunststoffgehausemasse unmittelbar auf- 
gebracht werden. Femer hat es den Vorteil, daB beliebig 
viele Aufienkontakte auf der Unterseite piaziert werden kon- 
nen, indem auf dem TrSger aus Kunststoffgehausemasse 
entsprechend viele KontaktanschlussftSchen Uber Umver- 
drahtungsleitungen voigesehen werden. 
[0Q24] In einem weiteren Durchfiihrungsbeispiel des Ver- 
fahrens erfolgt ein selektives Aufbringen von Umverdrah- 
tungsleitungen auf dem gemeinsamen Trager aus Kunst- 
stoffgehausemasse durch Aufbringen einer geschlossenen 
Metallschicht und anschlieBender Strukturierung dsr Me- 
tallschicht mittels Photolacktechnik. Dieses Verfahren hat 
den Vorteil, daB zunachst mittels Aufstauben von Metall 
Oder Aufdampfen von Metall oder stromlosen Abscheiden 
von Metall eine geschlossene Metallschicht auf der Ober- 
seite des Tragers aus einer Kunststoffgehausemasse gebildet 
wird, die alle Oberseiten der Kontaktsaulen zunSchst kuiz- 
schHeBt und anschlieBend wird durch eine prazise Photo- 
lacktechnik diese Schicht zu Umverdrahtungsleitungen bzw. 
zu Leiterbahnen pi^se strukturiert. 

[0025] In einem weiteren Durchfuhrungsbeispiel des Ver- 
fahrens kann auch die Struktur der Leiterbahnen durch un- 
mittelbare Drucktechnik wie einer Siebdrucktechnik erfol- 
gen. Dabei wird ein Sieb, das nur an den Stellen, an denen 
Umverdrahtungsleitungen entstehen sollen, offene Maschen 
aufweist, verwendet. Diese Siebdrucktechnik ist auBerst 
preiswert und kann somit die Gesamtkosten der Verfahrens 
vermindem. 

[0026] Vor einem Anbringen von AuBenkontakten auf den 
Kontaktflachen, die an Enden der Umverdrahtungsleitungen 
angeordnet sind, wird selektiv ein L5tstopplack auf die 
Oberseite des TVagers unter Freilassung der AuBenkontakt- 
flachen der Umverdrahtungsleitungen beispielsweise mittels 
Photolacktechnik aufgebracht. Dieser Lotstopplack deckt 
die Umverdrahtungsleitungen ab und schUtzt sie vor einem 
Benetzen durch die anzubringenden AuBenkontakte. 
[0027] Anstelle einer einschichtigen Umverdrahtungslage 
kSnnen, falls es die Gegebenheiten erfordem, auch mehr- 
schichtige Leiterbahnstrukturen auf der Oberseite des Tra- 
gers aus Kunststoffgehausemasse aufgebracht werden. Dazu 
weiden zwischen den Leiterbahnschichten Durchkontakte 
vorgesehen, um die einzelnen Ixiterbahnlagen soweit erfor- 
derlich miteinander zu verbinden. Die Herstellung derarti- 
ger mehrschichtiger Leiterbahnstrukturen kOnnen mit Ver- 
fahren der Mikrotechnologie und/oder der Leiterplatten- 
technologie durchgefiihrt werden. Dieses hat den \forteil, 
daB derartige Ibchnologien erprobt sind und somit preis- 
werte und erprobte Verfahren zum Binsatz konunen und da- 
mit das Herstellungsrisiko minimiert wird. 
[0028] Zusammenfassend wird mit dem erfindungsgema- 
Ben elektronischen Bauteil und dem Verfahren eine neue 
Montagetechnik als Technologieplattform fiir alle mogU- 
chen Gehauseformen moglich. Dabei bleibt die Tfechnologie 
zur Herstellung verschiedener Gehause und Gehausefami- 



lien immer gleich. Trotzdem ist jedes Pindesign erzeugbar. 
Hochintegrierte Bauteile in zukiinftigen Technologien wie 
den Fan-Out-Designs sind ebenso herstellbar wie Low-Pin- 
Count- Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Per- 

5 formance bis hin zu Wafe-Level-Packages. 

[0029] Mit dem erfindungsgemaBen elektronischen Bau- 
teil und dem Verfahren werden aufwendige Umverdrah- 
tungsfunktionen eines Interposers entbehrlich. Kostengiin- 
stige Gehausealtemativen fur hochintegrierte oder hochpo- 

10 Uge Bauformen sind ohne Einsatz von Mehrfachlagensub- 
straten und eventuell zusatzlichen Interposem moglich. Au- 
Berdem haben das elektronische Bauteil und das Verfahren 
gemaB dieser Erfindung den Vorteil, daB ein Drahtbonden 
oder ein Flip-Chip-Bonden voUstandig entfallen. Somit sind 

15 mit der vorliegenden Erfindung sowohl Mehrlagenaufbau- 
ten genauso moglich wie Einlagenverdrahtungen. Femer 
konnen beliebige AnschluBmuster hergestellt werden und es 
besteht technologisch kein Unterschied zwischen unter- 
schiedlichen Gehausen. Damit sind das erfindungsgemaBe 

20 Verfahren und die dazu gehorigen Prozesse gehauseunab- 
hangig. 

[0030] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfuhrungs- 
formen mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen naher 
erlautert. 

25 [0031] Fig. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil gem^ einer ersten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung, 

[0032] Fig. 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil gemaB einer zweiten Ausfiih- 

30 rungsform der Erfindung, 

[0033] Fig. 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Halbleiterwafer mit auf Kontaktflachen aufgebrachten 
Kontaktsaulen im Rahmen der Herstellung der ersten oder 
zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung, 

35 [0034] Fig. 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
mehrere Halbleiterchips mit auf Kontaktflachen aufgebrach- 
ten Kontaktsaulen, die auf einer Formplatte im Rahmen der 
Herstellung der ersten oder zweiten Ausfuhrungsform der 
Erfindung angeordnet sind, 

40 [0035] Fig. 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Trager aus Kunststoffgehausemasse mit eingebetteten 
Halbleiterchips der ersten oder zweiten Ausfuhrungsform 
der Erfindung, 

[0036] Fig. 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
45 einen Trager aus Kunststoffmasse mit auf dem Trager ange- 
ordneten Umverdrahtungsleitungen und Durchkontakten im 
Rahmen der Herstellung der zweiten Ausfuhrungsform der 
Erfindung, 

[0037] Fig. 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
50 einen Trager aus Kunststoffgehausemasse mit auf der Ober- 
seite des Tragers aufgebrachten AuBenkontakten im Rah- 
men der Herstellung der zweiten Ausfuhrungsform der Er- 
findung, 

[0038] Fig. 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
55 zwei elektronische Bauteile nach dem Auftrennen des Tra- 
gers aus Kunststoffgehausemasse in Einzelbauteile der 
zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0039] Fig. 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil gemaB einer dritten Ausfuhrungs- 
60 form der Erfindung, 

[0040] Fig. 10 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch einen Halbleiterwafer mit auf Kontaktflachen aufge- 
brachten Kontaktsaulen und mit auf der Unterseite des 
Halbleiterwafers aufgebrachter Beschichtung aus einer 
65 Kunststoffgehausemasse im Rahmen der Herstellung der 
dritten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0041] Fig. 11 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch mehrere Halbleiterchips mit auf Kontaktflachen auf- 
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gebrachten Kontaktsiiulen, die mit ihrer Beschichtung aus 
Kunststoffgehausemasse der Unterseite auf einerForaiplatte 
im Rahmen der Herstellung der dritten Ausfuhrungsform 
derErfindung angeordnet sind, 

[0042] Fig, 12 zeigt einen schematischen Querschnitt 5 
durch einen Trager aus Kunststoffgehausemasse nnit einge- 
betteten Halbleiterchips im Rahmen der Herstellung der 
dritten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0043] Fig. 13 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch einen Trager aus Kunststoffgehausemasse mit auf lO 
dem Trager angeordneten Umverdrahtungsleitungen und 
Durchkontakten im Rahmen der Herstellung der dritten 
Ausfuhrungsform der Erfindung, 

[0044] Fig. 14 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch einen Trager aus Kunststoffgehausemasse mit auf der 15 
Oberseite aufgebrachten AuBenkontakten im Rahmen der 
Herstellung der dritten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0045] Fig. 15 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch zwei elektronische Bauteile nach dem Auftrennen des 
Tragers aus Kunststoffgehausemasse in Eiozelbauteile der 20 
dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
[0046] Fig. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil 1 gemaB einer ersten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. Das Bezugszeichen 2 kennzeich- 
net ein Kunststoffgehause, das Bezugszeichen 3 einen Halb- 25 
leiterchip, der eine Riickseite 4 und eine aktive Oberseite 12 
aufweist. Das Bezugszeichen 5 kennzeichnet die Oberseite 
des Kunststoffgehauses 2 und das Bezugszeichen 6 kenn- 
zeichnet die Unterseite des Kunststoffgehauses 2. Auf der 
Unterseite 6 des Kunststoffgehauses 2 sind AuBenkontakte 30 
7 angeordnet. Diese AuBenkontakte 7 sind elektrisch mit 
Kontaktflachen 11 auf der aktiven Oberseite des Halbleiter- 
chips 3 iiber Umverdrahtungsleitungen 10 in einer Umver- 
drahtungsebene 33 und iiber Kontaktsaulen 8 verbunden. 
[0047] Die Kontaktsaulen 8 sind metallische Uberhdhun- 35 
gen der Kontaktflachen 11 auf der Oberseite 12 des Halblei- 
terchips 3. Die Kontaktsaulen 8 weisen eine Lange und da- 
mit eine Uberhohung zwischen 5 jam und 150 pm auf. Die 
Kontaktsaulen 8 sind aus Kupfer, Gold oder Ijegierungen 
derselben aufgebaut. Die Umverdrahtungsleitungen 10 lie- 40 
gen bei der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung unmittel- 
bar auf der Kunststoffgehausemasse 9 auf und kontaktieren 
mit einem Ende die Oberseite 23 einer Kontaktsaule 8 und 
weisen an ihrem anderen Ende eine AuBenkontaktflache 17 
auf, auf der jeweiis ein AuBenkontakt 7 angeordnet ist. Die 45 
Mantelflachen der Kontaktsaulen 8 sind vollstandig in 
Kunststoffgehausemasse eingebettet. Die Seitenflachen des 
Halbleiterchips und die Oberseite des Halbleiterchip ist in 
dieser Ausfuhrungsform von Kunststoffgehausemasse 9 
umgeben, wobei das elektronische Bauteil 1 SeiCenr^der 13 50 
aus Kunststoffgehausemasse 9 aufweist. 
[0048] Durch Variation der Breite der Seitenrander 13 
kann das elektronische Bauteil 1 unabhangig von der Chip- 
groSe beliebig groBe AuBenflachen zum Anordnen von Au- 
Benkontaktflache n bzw. zum Anordnen von AuBenkontak- 55 
ten 7 bilden. In dieser ersten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung, wie sie in Fig. 1 gezeigt wird, ist nur eine Umverdrah- 
tungsebene 33 auf der Unterseite 6 des Kunststoffgehauses 2 
angeordnet. Auf dieser Umverdrahtungsebene ist ein Lot- 
stopplack 16 unter Freilassung der AuBenkontaktflachen an- 60 
gebracht, um ein Benetzen der Lotballe 18 als AuBenkon- 
takte 7 auf die AuBenkontaktflachen 17 zu begrenzen. 
[0049] Bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung werden 
weder Systemtrager noch Umverdrahtungsplatten einge- 
setzt, auch wird auf jegliche Drahtbondverbindung oder 65 
Flip-Chip-Kontaktgabe an der Oberseite 12 des Halbleiter- 
chips verzichtet, so daB dieses elektronische Bauteil einen 
einfachen und kompakten Aufbau aufsveist, der auBerst zu- 



verlassige elektrische Verbindungen zwischen makroskopi- 
schen AuBenkontakten 7 und mikroskopisch kleinen Kon- 
taktflachen 11 schafft. Unter mikroskopisch klein sind Ra- 
chen und Abmessungen zu vers te hen, die lediglich unter ei- 
nem Lichtmikroskop meBbar sind, wahrend makroskopi- 
sche Komponenten mit bloBem Auge erkennbar und mit 
entsprechenden Messwerkzeugen meBbar sind. 
[0050] Der Halbleiterchip 3 in den AusfQhrungsformen 
der Erfindung hat eine Chipdicke zwischen 100 pm und 
750 pm und eine GroBe zwischen 2^ mm und 25 mm Kan- 
tenlange. 

[0051] Fig. 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil 1 gemaB einer zweiten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funk- 
tionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit glei- 
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erlau- 
tert. 

[0052] Der wesentliche Unterschied zwischen der ersten 
Ausfuhrungsform nach Fig. 1 und der zweiten Ausfuh- 
rungsform nach Fig. 2 ist, daB auf der Unterseite 6 des 
Kunststoffgehauses mehrere Umverdrahtungsebenen ange- 
ordnet sind. In der zweiten Ausfuhrungsform ist eine auBere 
Umverdrahtungsebene 30 vorgesehen, die von einem Lot- 
stopplack bis auf die AuBenkontaktflachen 17 abgedeckt 
wird und eine innere Umverdrahtungsebene 31, die bis auf 
den Bereich der AuBenkontakte 17 durch eine Isolations- 
schicht 32 wie einer Polyimidschicht abgedeckt wird. Durch 
die Polyimidschicht fiihren in den Bereichen der AuBenkon- 
taktflachen 17 Durchkontakte 28 hindurch, um die AuBen- 
kontakte 7 mit der inneren Umverdrahtungsebene 31 zu ver- 
binden. 

[0053] Je nach Anzahl und Dichte der Kontaktflachen 11 
auf der aktiven Oberseite 12 des Halbleiterchips 3 konnen 
mit der zweiten Ausfuhrungsform beUebig viele AuBenkon- 
takte 7 auf der Unterseite 15 des elektronischen Bauteils 1 
angeordnet werden. Neben einer zweilagigen Leiterbahn- 
struktur, wie sie in Fig. 2 gezeigt wird, sind auch mehr- 
schichtige Leiterbahnstrukturen 19 auf der Kunststoffgehau- 
semasse 9 herstellbar. 

[0054] Fig. 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Halbleiterwafer 20 mit auf Kontaktflachen 11 aufge- 
brachten Kontaktsaulen 8 im Rahmen der Herstellung der 
ersten oder zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung. Kom- 
ponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehen- 
den Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erlautert. Ausgangspunkt der Her- 
stellung eines elektronischen Bauteils 1, wie es in den Fig. 1 
und 2 gezeigt wird, ist ein Halbleiterwafer, der auf seiner 
Oberseite mehrere integrierte Schaltungen aufweist, die in 
Zeilen und Spalten zu Halbleiterchips angeordnet sind. Die 
Elektroden der einzelnen Bauelemente jeder integrierten 
Schaltung sind mit mikroskopisch kleinen Kontaktflachen 
auf der Oberseite jedes Halbleiterchips verbunden. Diese 
Kontaktflachen 11 sind somit auch auf der Oberseite des 
Halbleiterwafers 20 angeordnet. 

[0055] Wie Fig, 3 zeigt, wird zunachst im Rahmen der 
Herstellung eines erfindungsgemaBen Bauteils eine saulen- 
fbrmige Uberhohung der Kontaktflachen 11 zu Kontaktsau- 
len 8 auf dem Halbleiterwafer 20 durchgefuhrt. Diese sau- 
lenformige Verlangerung kann beispielsweise dadurch er- 
folgen, daB zunachst eine dunne Metallflache auf der Ober- 
seite 12 des Halbleiterwafers 20 abgeschieden wird und an- 
schlieBend diese Metallschicht von wenigen Mikrometem 
Dicke mit einer isolierenden Maske versehen wird, die le- 
diglich die Kontaktflachen freilaBt. AnschlieBend kann die- 
ser Halbleiterwafer unter Kontaktierung der durchgehenden 
dunnen Metallschichten in ein galvanisches oder elektroly- 
thisches Bad zur Metallabscheidung der Kontaktsaulen ein- 
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getaucht wetden. 

[0056] Nach Ausbildung der Kontaktsaulen in den Off- 
nungen der isolierenden Maske kann diese Maske beispiels- 
weise mittels Veraschung in einem Plasmaofen oder mittels 
Aufldsea duich entspiechende Losungsmittel entfemt wer- 
den. Damit Uegen die Kontaktsaulen 8 frei und sind ledig- 
lich mit einer diinnen MetaLIschicht elektrisch verfounden, 
die durch einen kurzen Atzvoigang von der OberflSche der 
KunststofFgehausemasse abgeatzt werden kann. Die Ab- 
nahme der tJberhdhung der Kontaktsaulen und die gleich- 
zeitige Anatzung des Mantelbeieichs der Kontaktsaulen 
kann dabei in Kauf genommen werden, so dafi kein extra 
Schutz Oder eine extra Maske fUr die Kontaktsaulen bei die- 
sem Atzvoigang erforderlich ist. 

[0057] Eine andere Moglichkeit eine derartige Saulen- 
struktur auf den Kontaktflachen 11 au^ubauen, besteht 
durch Metallabscheidung durch eine Maske hindurch, wo- 
bei die Metallabscheidung mittels Aufdampftechnik oder 
Metallaufstaubung wie einem Sputtem duichgefuhrt werden 
kann. Dabei wird als abzuscheidendes Metall Kupfer; Gold 
oderLegierungen derselben eingesetzt. 
[0058] Eine andere Moglichkeit zur Bildung insbesondere 
von sehr hohen bzw. langen Saulen beispielsweise iiber 
50 pm ist das Aufbringen von Bondkopfen, vorzugsweise 
von Thermosonickompressionskopfen auf die Kontaktfl^- 
chen. Diese Thermosonickompiessionskdpfe bzw. Bond- 
kopfe sind mechanisch auBerst stabil und konnen beieits auf 
dem gesamten Wafer fiir samtliche Halbleiterchips aufge- 
bracht werden. 

[0059] Fig. 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
mehrere Halbleiterchips 3 mit auf Kontaktfiachen U aufge- 
brachten Kontaktsaulen 8, die auf einer Formplatte 21 im 
Rahmen der Herstellung der ersten oder zweiten AusfUh- 
rungsform der Erfindung angeordnet sind. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erlautert. 

[0060] Die Formplatte 21 kann zur Aufhahme der Halblei- 
terchips 3 mit einer doppelseitig klebenden Folic 34 verse- 
hen sein. Die Formplatte 21 bildet gleichzeitig einen Teil ei- 
ner zweigeteilten Spritzgufiform. Das zweite Formteil 36 
wird nach Anordnen der Halbleiterchips 3 auf der Form- 
platte 21 aufgebracht, wobei das zweite Formteil 36 auf der 
oberen inneien Wandung 38 seiner Formkavitat 37 eine 
Dichtfolie 39 aufweist, in die sich die Kontaktsaulen 8 mit 
ihren Oberseiten 23 einarbeiten konnen. Mit dieser Dichtfo- 
lie 39 werden gleichzeitig Hdhentoleranzen der Kontaktsau- 
len 8 ausgeglichen. 

[0061] Fig. 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Trager 22 aus Kunststofifgehausemasse 9 mit einge- 
bettelen Halbleiterchips 3 im Rahmen der Herstellung der 
ersten und zweiten AusfUhrungsform der Erfindung. Kom- 
ponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehen- 
den Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erlautert. 

[0062] Der Trager 22 aus Kunststoffgehausemasse 9 ist 
durch AusgieBen der Formkavitat 37 einer SpritzguBform 
35, wie es in Fig, 4 gezeigt wird, hergestellt, Dabei sind an 
der Oberseite 24 des Tragers 22 die Oberseiten 23 der Kon- 
taktsaulen 8 frei zuganglich. Auf der Oberseite 24 des Tra- 
gers 22 konnen nun eine einzelne Umverdrahtungsebene, 
wie sie fur die erste AusfUhrungsform aufgebracht wrd, 
oder eine mehrschichtige Leiterbahnstruktur, wie sie fiir die 
zweite AusfQhrungsform der Erfindung aufgebracht wird, 
angeordnet werden. Dabei kann die Formplatte 21 den Tra- 
ger 22 stutzen, jedoch ist der IVager 22 selbst tragend, so 
da6 die Formplatte 21 noch vor dem Aufbringen von Um- 
verdrahtungsebenen entfemt werden kaim. Der IVager 22 
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aus Kunststoffgehausemasse 9 weist in Zeilen und Spalten* 
angeordnete Bauteilpositionen mit jeweils einem eingebet- 
teten Halbleiterchip und dazugehorigen Kontaktsaulen auf. 
[0063] Fig. 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Trager 22 aus Kunststoffgehausemasse 9 mit auf dem 
Trager 22 angeordneten Umverdrahtungsleitungen 10 und 
Durchkontakten 28 im Rahmen der Herstellung der zweiten 
Ausfiihrungsform der Erfindung. Komponenten mit glei- 
chen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren wer- 
den mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erlautert. 

[0064] Die Umverdrahtungsleitungen in Fig, 6 sind in 
zwei Ebenen angeordnet, einer irmeren Umverdrahtungs- 
ebene 31 und ein«: auBeren Umverdrahtungsebene 30. Zwi- 
schen den Umverdrahtungsebenen 30 und 31 ist eine Isola- 
donsschicht 32 angeordnet. Die auBere Umverdrahtungs- 
ebene 30 wird von einer Ldtstopplackschicht 16 abgedeckt, 
die lediglich die AuBenkontaktfiachen 17 freil^t Auf den 
AuBenkontaktfiachen 17 konnen gleichzeitig fur mehrere 
elektronische Bauteile AuBenkontakte angebracht werden. 
[0065] Fig. 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Trager 22 aus Kunststoffgehausemasse 9 mit auf der 
Oberseite 24 des Tragers 22 aufgebrachten AuBenkontakten 
7 im Rahmen der Herstellung der zweiten Ausfiihrungsform 
der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie 
in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Be- 
zugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erlautert. 
[0066] Der selbsttragende Trager 22 ist in Fig. 7 von sei- 
ner Formplatte 21 und Klebstoffolie 34 befreit, wie sie in 
den Fig, 4 bis 6 dargestellt werden. Wahrend die Oberseite 
24 des Tragers 22 in Fig. 7 bereits Lotballe 18 als AuBen- 
kontakte 7 aufweist, wechseln sich an der Unterseite 40 des 
Tragers 22 Bereiche mit Kunststoffgehausemasse 9 und Be- 
reiche mit den Ruckseiten 4 der Halbleiterchips 3 ab. Die 
Halbleiterchips 3 sind hier in Zeilen und Spalten angeord- 
net, so daB der Trager 22 ohne groBen Aufwand zu elektro- 
nischen Bauteilen getrennt werden kann. 
[0067] Fig. 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
zwei elektronische Bauteile 1 nach dem Auftrennen des TrS- 
gers 22 aus Kunststoffgehausemasse 9 in Einzelbauteile der 
zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung. Komponenten mit 
gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Hguren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erlautert. 

[0068] Durch einen Trennschritt, beispielsweise durch Sa- 
gen, Laserverdampfen oder Trockenatzen, kann der in Fig. 7 
gezeigte Trager 22 in die in Fig. 8 gezeigten Einzelbauteile 
aufgetrennt werden. Bei Verwendung glatter Sageblatter 
entstehen die gezeigten rechtwinkligen Kunststofifgehause- 
formen. Neben diesen rechtwinkligen Kunststoffgehause- 
formen mit entsprechend steilen Seitenrandem der elektro- 
nischen Bauteile 1 konnen durch Profilsagen beliebige Kon- 
turen der Seitenrand 13 hergestellt werden. Je nach Anzahl 
der erforderlichen AuBenkontakte 7 konnen die Seitenran- 
der breiter oder schmaler dargestellt werden. Somit ist eine 
groBe Variationsbreite fur die Gestaltung der Gehauseform 
gegeben. Auch die Anzahl der AuBenkontakte kann beliebig 
erhoht werden, falls erforderlich. Somit lassen sich die un- 
terschiedlichsten Anforderungen an die Geh^usestruktur ei- 
nes elektronischen Bauteils 1 mit dem erfindungsgemafien 
elektronischen Bauteil 1 erfuUen. 

[0069] Fig. 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil 1 gem^ einer dritten Ausfiih- 
rungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funk- 
tionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit glei- 
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erlau- 
tert. 

[0070] Wahrend in der ersten und zweiten Ausfuhrungs- 
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form die Riickseite 4 des Halbleiterchips 3 eine AuBenkon- 
taktfiache an der Oberseite 5 des elektronischen Bauteils 1 
bildet, ist die Ruckseite 4 des Halbleiterchips 3 der dritten 
Ausftihrungsform durch eine Beschichtung 26 aus Kunst- 
stofFgehausemasse 9 geschutzt. Auf der Unterseite des elek- 5 
tronischen Bauteils 1 der dritten Ausfuhrungsform ist wie 
bei der zweiten Ausfuhrungsform eine mehrschichtige Lei- 
terbahnstruktur 19 angeordnet. 

[0071] Fig. 10 zeigt einen schematise hen Querschnitt 
durch einen Halbleiterwafer 20 mit auf Kontaktflachen 11 lO 
aufgebrachten Kontaktsaulen 8 und mit auf der Unterseite 
des Halbleiterwafers 20 aufgebrachten Beschichtungen 26 
aus KunststofFgehausemasse 9 im Rahmen der Herstellung 
der dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 15 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erlautert. 

[0072] Um die Ruckseite 4 der Halbleiterchips 3 zu schiit- 
zen, wird zunachst nach dem Aufbringen der Kontaktsaulen 
8 auf den Kontaktflachen U an der Oberseite des Halbleiter- 20 
wafers 20 die Unterseite 25 mit einer Kunststoffgehause- 
schicht 26 beschichtet. Diese Beschichtung kann durch Dis- 
pension oder durch einen SpritzguBvorgang auf die gesamte 
Ruckseite des Halbleiterwafers 20 aufgebracht werden. Das 
hat den Vorteil, daB gleichzeitig fiir viele elektronische Bau- 25 
telle 1 eines Halbleiterwafers die Ruckseite des Halbleiter- 
chips 3 durch eine Beschichtung 26 aus Kunststoffgehause- 
masse 9 geschutzt werden kann. 

[0073] Fig. 11 zeigt einen schematise hen Querschnitt 
durch mehrere Halbleiterchips 3 mit auf Kontaktflachen 11 30 
aufgebrachten Kontaktsaulen 8, die mit ihren Beschichtun- 
gen 26 aus Kunststoffgehausemasse 9 der jeweiligen Unter- 
seite auf einer Formplatte 21 im Rahmen der Herstellung der 
dritten Ausfuhrungsform der Erfindung angeordnet sind. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorherge- 35 
henden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erlautert. 
[0074] Die Formplatte 26 weist zur Aufnahme der Halb- 
leiterchips 3 in dieser Ausfuhrungsform der Erfindung eine 
doppelseitig klebende Folic 34 auf, mit der die Positionen 40 
der Halbleiterchips 3 mit ihrer Beschichtung 26 aus Kunst- 
stoffgehausemasse 9 fixiert werden. AnschlieBend wird auf 
die Formplatte 21 ein Formstuck mit einer Kavitat aufge- 
bracht, dessen obere Wandung eine Dichtfolie aufweist. In 
diese Dichtfolie konnen sich die Oberseiten 23 der Kontakt- 45 
saulen 28 einarbeiten. Nach AuflPullen der Kavitat mit einer 
Kunststoffgehausemasse und Abnahme des Formwerk- 
zeugs, Uegt auf der Formplatte 21 ein Trager aus Kunststoff- 
gehausemasse auf. Dabei verbindet sich die aufgebrachte 
Kunststoffgehausemasse mit der Beschichtung aus Kunst- 50 
stoffgehausemasse 9 zu einer Einheit, so daB die Halbleiter- 
chips 3 vollstandig in Kunststoffgehausemasse 9 eingebettet 
sind, 

[0075] Fig. 12 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch einen Trager 22 aus Kunststoffgehausemasse 9 mit 55 
eingebetteten Halbleiterchips 3 im Rahmen der Herstellung 
der dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Beaoigszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erlautert. 60 
[0076] Zwar ist in Fig. 12 der Trager 22 aus Kunststoffge- 
hausemasse 9 noch auf der Formplatte 21 angeordnet, je- 
doch ist der Trager 22 selbsttragend, so daB er jederzeit von 
der Formplatte 21 abgenonmien werden kann. Auf der 
Oberseite 24 des Tragers 22 sind die Oberseiten 23 der Kon- 65 
taktsaulen 8 frei zuganglich, so daB auf diesen mikrosko- 
pisch kleinen Rachen 23 Umverdrahtungsleitungen ange- 
bracht weiden kdnnen, um makioskopisch groBe AuBen- 



kontaktflachen zu bilden. 

[0077] Fig. 1 3 zeigt einen schematische Querschnitt durch 
einen Trager 22 aus Kunststoffgehausemasse 9 mit auf dem 
Trager 22 angeordneten Umverdrahtungsleitungen 10 und 
Durchkontakten 28 im Rahmen der Herstellung der dritten 
Ausfuhrungsform der Erfindung. Komponenten mit glei- 
chen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren wer- 
den mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erlautert, 

[0078] Bei der dritten Ausfuhrungsform der Erfindung 
wird wieder eine mehrschichtige Leiterbahnstruktur 19 auf 
die Oberseite 24 des Tragers 22 aufgebracht. Dazu wird zu- 
nachst eine innere Umverdrahtungsebene 31 aufgebracht, 
indem Kupfer, Gold, Silber oder Legierungen derselben auf 
der Oberseite 24 des Tragers 22 abgeschieden werden und 
anschlieBend strukturiert werden. Danach wird unter Frei- 
lassen von Durchgangsoffnungen eine Isolationsschicht 32 
auf der strukturierten inneren Umverdrahtungsebene 31 ab- 
geschieden Oder aufgebracht und anschlieBend werden die 
Durchgangsoffnungen metallisiert, so daB Durchkontakte 
28 entstehen, die durch die Isolationsschicht 32 hindurch- 
fuhren. SchlieBlich wird auf der Isolationsschicht 32 die au- 
Bere Umverdrahtungsebene 30 aufgebracht, die aus den 
gleichen Materialien bestehen kann, wie die innere Umver- 
drahtungsebene. SchlieBlich wird die auBere Umverdrah- 
tungsebene 30 von einem Lotstopplack unter Freilassung 
von AuBenkontaktflachen 17 abgedeckt, damit Material der 
aufzubringenden AuBenkontakte 7 nicht die Umverdrah- 
tungsleitungen 10 benetzt. 

[0079] Fig. 14 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch einen Trager 22 aus Kunststoffgehausemasse 9 mit 
auf der Oberseite 24 des Tragers 22 aufgebrachten AuBen- 
kontakten 7 im Rahmen der Herstellung der dritten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funk- 
tionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit glei- 
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erlau- 
tert. 

[0080] Auf die AuBenkontaktflachen 17 auf der Oberseite 
des Tragers 22 werden in dieser dritten Ausfuhrungsform 
der Erfindung in ahnlicher Weise wie in den ersten beiden 
Ausfiihrungsformen der Erfindung Lotballe 18 aufgebracht, 
um AuBenkontakte 7 herzustellen. Mit dem Aufbringen der 
LotbaUe 18 auf dem gesamten Trager sind samtliche elek- 
tronischen Bauteile 1 hergestellt und werden in einem wei- 
teren Schritt in Einzelbauteile getrennt. Dabei ist die Riick- 
seite jedes Halbleiterchips 3 im Gegensatz zu den vorhetge- 
henden Ausfiihrungsformen nun mit einer Kunststoffgehau- 
semasse 9 beschichtet. Diese Beschichtung 26 kann, wie in 
Fig. 10 gezeigt, fur alle Halbleiterchips 3 auf die Unterseite 
eines Halbleiterwafers 20 aufgebracht werden. 
[0081] Fig. 15 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch zwei elektronische Bauteile 1 nach dem Auftrennen 
des Tragers 22 aus Kunststoffgehausemasse 9 in Einzelbau- 
teile der dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. Kompo- 
nenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden 
Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeich- 
net und nicht extra erlautert. 

[0082] Nach dem Auftrennen des Tragers 22 aus Fig. 14 
in einzelne elektronische Bauteile 1, wie sie in Fig. 15 zu se- 
hen sind, steht ein Gehause zur Vcrfiigung, das den Halblei- 
terchip 3 vollstandig einbettet. Gleichzeitig wird damit ein 
elektronisches Bauteil 1 realisiert, das keinerlei Bonddrahte 
und auch keine Kontakthocker wie bei der Flip-Chip-Tech- 
nologie auf der Oberseite des Halbleiterchips 3 aufweist. 
Die gesamte Verbindungstechnologie wird damit zuverlassi- 
ger und weniger anfallig gegenuber Vibrationen und ande- 
ren Belastungen des elektronischen Bauteils 1. 
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Bezugszeicbenliste 
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1 elektronisches Bauteil 

2 KunststofFgehause 

3 Halbleiterchip 

4 Ruckseite des Halbleiterchips 

5 Oberseite des Kunststoffgebauses 

6 Unterseite des Kunststoffgebauses 

7 AuBenkontakte 

8 Kontaktsaulen 

9 Kunststoffgebausemasse 

10 Umverdrabtungsleitungen 

11 Kontaktflacben 

12 aktive Oberseite des Halbleiterchips 

13 Seitenrander des elektroniscben Bauteils aus Kunststoflf- 



10 



15 



14 Seitenrander des Halbleiterchips 

15 Unterseite des elektroniscben Bauteils 

16 Lotstopplack 

17 Aufienkontaktflacben 

18 Ldtballe 

19 mehrschichtige Leiterfoahnstruktitr 

20 Halbleiterwafer 

21 Formplatte 

22 Tr^ger aus Kunststoffgebausemasse 

23 Oberseiten der Kontaktsaulen 

24 Oberseite des Tragers 

25 Unterseite des Halbleiterwafers 

26 Beschichtung aus Kunststoffgebausemasse 

27 AuBenkontaktflache fur Massepotential 

28 Durchkontakte 

29 Unterseite des Halbleiterwafers 

30 auBere Umverdrahtungsebene 

31 iimere Umverdrabtungsebene 

32 Isolationsscbicht 

33 Umverdrahtungsebene 

34 Klebstofffolie 

35 SpritzguBform 

36 zweites Formteil 

37 Formkavitat 

38 innere Wandung 

39 Dichtfolie 

40 Unterseite des Tragers 

Patentansprilche 



20 



25 



30 



40 



45 



1. Elektronisches Bauteil mit einem Kunststoffge- 
hause (2), in dem ein Halbleiterchip (3) angeordnet ist, 
wobei die Unterseite (6) des Kunststoffgebauses (2) 
AuBenkontakte (7) aufweist, die uber Kontaktsaulen 50 
(8) des Halbleiterchips (3) in der Kunststoffgebause- 
masse (9) angeordnete Umverdrabtungsleitungen (10) 
mit Kontaktflachen (11) auf der aktiven Oberseite (12) 
des Halbleiterchips (3) verbunden sind, wobei die Kon- 
taktsaulen (8) eine elektrisch leitende "Qberhobung der 55 
Kontaktflachen (11) sind. 

2. Elektronisches Bauteil nach Ansprucb 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Ruckseite (4) des Halbleiter- 
chips (3) auf der Oberseite (5) des Kunststoffgehauses 
(2) angeordnet ist und eine AuBenkontaktflache (27) 60 
fiir ein Massepotential aufweist. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB cUe RUckseite (4) des Halbleiter- 
chips (3) unterhalb der Oberseite (5) des Kunststoffge- 
hauses (2) angeordnet ist und von einer Beschichtung 65 
(26) aus Kunststoffgebausemasse (9) bedeckt ist 

4. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das elektroniscben 



Bauteil (1) Seitenrander (13) aus Kunststoffgebause- 
masse (9) aufweist, wobei die Seitenrander (13) aus 
Kunststoffgebausemasse (9) groBer als die Seitenran- 
der (14) des Halbleiterchips (3) sind. 

5. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Unterseite (15) 
des elektroniscben Bauteils (1) eine Lotstoppschicht 
(16) unter Freibleiben von AuBenkontaktfiacben (17) 
der AuBenkontakte (7) aufweist. 

6. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
AuBenkontakte (7) Ldtballe (18) oder Lothdcker auf- 
weisen 

7. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB auf 
der Kunststoffgebausemasse (9) eine mehrschichtige 
Leiterbahnstruktur (19) zur Umverdrahtung von den 
Kontaktsaulen (8) zu den AuBenkontakten (7) angeord- 
net ist. 

8. Verfahren zur Herstellung eines Elektronisches 
Bauteils (1) mit einem Kunststoffgehause (2), in dem 
ein Halbleiterchip (3) angeordnet ist, wobei das Ver- 
fahren folgende Verfahrensschritte aufweist: 

- Bereitstellen eines Halbleiterwafers (20) mit in 
Zeilen und Spalten angeordneten Halbleiterchips 
(3) mit Kontaktflachen (11), 

- saulenformiges Uberhohen der Kontaktflachen 
(11) zu Kontaktsaulen (8) auf dem Halbleiterwa- 
fer (20), 

- Trennen des Halbleiterwafers (20) in einzehie 
Halbleiterchips (3) mit Kontaktsaulen (8) auf den 
Kontaktflachen (11), 

- Bestucken einer Formplatte (21) mit den Halb- 
leiterchips (3), 

- Herstellen eines gemeinsamen Tragers (22) aus 
Kunststoffgebausemasse (9) auf der Formplatte 
(21) fur die Halbleiterchips (3), wobei die Halb- 
leiterchips (3) derart in die Kunststoffgebause- 
masse (9) eingebettet werden, daB die den Kon- 
taktflachen (11) gegenuberliegenden Oberseiten 
(23) der Kontaktsaulen (8) freibleibend auf der 
Oberseite (23) des Tragers (22) angeordnet sind, 

- selektives Aufbringen von Umverdrabtungslei- 
tungen (10) auf dem gemeinsamen Trager (22), 
wobei jeweils ein Leitungsende einer Umverdrah- 
tungsleitung (10) mit einer freiliegenden Ober- 
seite (23) einer Kontaktsaule (8) verbunden wird 
und das andere Leistungsende eine AuBenkon- 
taktflache (17) fubrt, 

- selektives Aufbringen eines Lotstopplackes 
(16) auf die Oberseite (24) des Tragers (22) unter 
Freilassung der AuBenkontaktfiachen (17) der 
Umverdrabtungsleitungen (10), 

- Aufbringen von Lotb alien (18) oder Lothdcker 
auf die AuBenkontaktfiacben (17), 

- Trennen des Tragers (22) in einzelne elektroni- 
sche Bauteile (1). 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Unterseite (25) des Halbleiterwafers (20) 
vor dem Trennen in Halbleiterchips (3) mit einer Be- 
schichtung (26) aus Kunststoffgebausemasse (9) verse- 
hen wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB das saulenformige Uberho- 
hen der Kontaktflachen (11) zu Kontaktsaulen (8) auf 
dem Halbleiterchip (3) mittels Metallabscheidung 
durch eine Maske erfolgt. 

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, da- 
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durch gekennzeichnet, daB das saulenformige Uberho- den. 

hen der Kontaktflachen (11) zu Kontaktsaulen (8) auf 

dem Halbleiterchip (3) mittels selektiver elektrolyti- Hierzu 8 Seite(n) Zeichnungen 

scher Metallabscheidung durch eine Maske erfolgt. 

12. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, da- 5 
durch gekennzeichnet, daB das saulenfonnige Uberho- 
hen der Kontaktflachen (11) zu Kontaktsaulen (8) auf 
dem Halbleiterchip (3) mittels Drucktechnik erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet, daS das saulenformige tlberho- 10 
hen der Kontaktflachen (ll)zu Kontaktsaulen (8) auf 
dem Halbleiterchip (3) mittels Metallaufsteubung 
durch eine Maske erfolgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet, dafi das saulenformige Uberho- 15 
hen der Kontaktflachen (11) zu Kontaktsaulen (8) auf 
dem Halbleiterchip (3) mittels Aufdampftechnik und 
anschlieBender selektiver Atztechnik des aufgedampf- 
ten Metalls erfolgt. 

15. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, da- 20 
durch gekennzeichnet, daB das saulenformige Uberho- 
hen der Kontaktflachen (U) zu Kontaktsaulen (8) auf 
dem Halbleiterchip (3) mittels Aufbringen von Bond- 
kopfen vorzugsweise von Thermosonickompressions- 
kopfen auf die Kontaktflachen erfolgt. 25 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Herstellen eines ge- 
meinsamen Tragers (22) aus Kunststoffgehausemasse 
(9) fur die Halbleiterchips (3) auf der Formplatte (21) 
durch Spritzgusstechnik mil Hilfe eines Formwerk- 30 
zeugs erfolgt. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Herstellen eines ge- 
meinsamen Tragers (22) aus Kunststoffgehausemasse 
(9) fur die Halbleiterchips (3) auf der Formplatte (21) 35 
durch Schleudergusstechnik erfolgt. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, daB das selektive Aufbringen 
von Umverdrahtungsleitungen (10) auf den gemeinsa- 
men Trager (22) aus Kunststoffgehausemasse (9) durch 40 
Aufbringen einer geschlossenen Metallschicht und an- 
schlieBender Struktuherung der Metallschicht mittels 
Photolacktechnik erfolgt. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, daB das selektive Aufbringen 45 
von Umverdrahtungsleitungen (10) auf den gemeinsa- 
men Trager (22) aus Kunststoffgehausemasse (9) durch 
Drucktechnik insbesondere durch Siebdrucktechnik er- 
folgt. 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 19, da- 50 
durch gekennzeichnet, daB das selektive Aufbringen 
eines Lotstopplackes (16) auf die Oberseite (24) des 
Tragers (22) unter Freilassung der AuBenkontaktfla- 
chen (17) der Umverdrahtungsleitungen (10) mittels 
Photolacktechnik erfolgt. 55 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Herstellung der Umver- 
drahtungsleitungen (10) von den Kontaktsaulen (8) zu 
den AuBenkontakten (7) an der Oberseite der elektroni- 
schen Bauteile (1) mehrschichtige Leiterbahnstruktu- 60 
ren (19) auf der Oberseite (24) des gemeinsamen Tra- 
gers (22) aufgebracht werden. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Herstellung mehrschichtiger Leiter- 
bahnstrukturen (19) Verfahren der Mikrotechnologie 65 
und/oder der Leiterplattetechnologie eingesetzt wer- 
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